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第 2 章では，試料のダイヤモンド作製に用いたマイクロ波プラズマ CVD法，有磁場マイクロ波プラズマ CVD法，
選択的核形成成長 CSENT AXY) 法の原理と特長について述べ，これらの方法を用いた意義を示しているO
































(6) ボロンをドープした半導体 CVD ダイヤモンド薄膜を用いてショットキーダイオードを作製し，その界面近傍
から CVD ダイヤモンドのエレクトロルミネッセンスを初めて観測している。また，そのスペクトルがカソード
ルミネッセンスと良く対応していることを明らかにしている。
以上の研究成果は CVD ダイヤモンドのみならずダイヤモンド全般の光物性を解明する上で重要な知見を与え，
発光デバイス及び光多重メモリデバイスへの応用に関する指針を示すもので，半導体工学，物性工学の発展に寄与す
るところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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